知识创新工程全面推进阶段

首批设置的高级岗位公告

所考核委员会于2001年8月29日对各重大项目上报的二期创新高级岗位设置情况按照半发人字[2001]019号文件的规定进行了审核，现将首批评审通过的二期创新高级岗位向全所公布。同时有以下几点说明：

1、 各重大项目各类岗位人员的配额按半发人字[2001]019号文件执行；

2、 各类岗位人员的起点条件严格按照半发人字[2001]019号文件执行；

3、 骨干A类岗位的申请人均需要向考核委员会答辩，骨干B类岗位申请人由考核委员会的抽查答辩；

4、 申请各类高级岗位的应聘人，如果未能通过考核委员会的评审，只能应聘下一级岗位。如果没有其他人应聘上所设的高级岗位，可以将该岗位下调一级使用。

5、 获国家科技二等奖及以上或院科技一等奖且排名第一的人员在申请骨干A类岗位时如果恰好在55岁临界线上，允许申请人经考核通过后应聘A类岗位。

二期创新岗位：

· 光电子集成技术研究

· 主任研究员岗位（只公布院士以外岗位，以下同；）

1、 高速模块技术的研究与开发

2、 InP基新型光电子器件的研究

· 骨干A类岗位

1、 Si基光波导器件的研究与开发

2、 列阵光电模块的研究与开发

3、 二氧化硅/硅光波导器件的研制与开发

· 骨干B类岗位

1、 GaN器件的研究与开发

2、 GaInNAs新型光电子材料与器件
3、 Si光开关阵列的研究
4、 光电子器件关键工艺技术的研究与开发
5、 TCAD技术的研究与开发
6、 新型光电子的研究与开发
7、 大功率激光器模块的研制与开发
8、 Si基光电子材料生长技术的研究
9、 GaN MOCVD生长技术的研究
· 半导体低维结构材料和器件应用

· 骨干A类岗位

1、 III族氮化物材料、器件和性质研究与开发

2、 量子级联激光器材料、器件及相关物理问题

3、 半导体低维结构材料的结构性质及相关物理问题

4、 III族氮化物材料、器件研究和开发

5、 新型半导体材料的研制

· 骨干B类岗位

1、 半导体低维结构材料的光电性质及相关物理问题

2、 应变自组装量子点激光材料和器件应用研究

3、 半导体纳米结构材料生长及器件应用　(量子点、量子线网织新型纳米器件)

4、 低能离子束淀积技术研究与开发

5、 GaN基高亮度LED产业化推广

6、 GaN基材料及器件的研发

· 特种半导体器件及集成电路

·    骨干A类岗位

1、 电子元器件抗辐射加固共性技术研究

·    骨干B类岗位

1、特种半导体器件及电路工艺研究

· 半导体人工神经网络及模糊逻辑高速数模混合电路的研究

·     主任研究员岗位

1、半导体神经网络技术及其应用研究

· 骨干B类岗位

1、 半导体人工神经网络硬件研制、样机制备及分析调试

· 低维、纳米量子体系和量子工程、量子信息的基础物理研究
·    主任研究员岗位

1、 纳米、团簇材料和低维量子结构的电子态理论

·     骨干A类岗位

           1、自组织量子点长波长激光器    

     2、稀磁半导体中的电子态及自旋动力学   

     3、量子效应器件及量子模拟计算机研究    

     4、基于量子点的量子计算及量子信息方案  

     5、量子结构中的相干过程及其控制

     6、电子束曝光及新型纳米半导体器件

·    骨干B类岗位

1. 微腔中的激子极化激元和激子动力学

2. 低维纳米结构中自旋相干运动的光谱探测

3. 新型半导体功能材料的光学、输运性质

4. 自组织生长量子点、纳米结构材料的光学性质

5. 量子点光电容谱研究        

· 信息光电子器件研究与开发

· 主任研究员岗位

 1、大功率激光器项目的组织

· 骨干A类岗位

1、 DVD用半导体激光器的产业化研究

2、 光电子器件的工艺技术研究与新器件的开发   

· 骨干B类岗位

1、 光通信器件的研究与开发及EDFA, Raman放大器泵源

2、 光存储器件的批量生产与质量控制体系

3、 光电子器件的测试方法与测试设备的开发

4、 新型光存储用光电子器件的研究

5、 蓝光激光器与探测器研究

6、 DVD用量子阱激光器的批量生产及新工艺研究

7、 大功率激光器的研究与开发
8、  半导体激光器的前工艺技术

· 半导体功能材料

· 骨干A类岗位（最多聘两个，其余归入B类）

1、 大直径GaAs晶片生产线建设及其关键技术研究

2、 高温微电子器件用GaN外延材料的研制

3、 双异质SOI材料

· 骨干B类岗位

1、 大直径GaAs晶片生产线晶片抛光技术研究

2、 高质量2-3英寸（100）InP单晶的研制

3、 高质量不同器件电路用SI-GaAs单晶材料的研制及其材料器件关系研究

4、 微电子器件用GaN材料关键工艺技术研究及材料与器件关系研究

5、 高温大功率器件用SiC外延材料

6、 MBE InP基微结构材料

7、 大直径InP单晶材料及InP晶片加工的研究

· 8*10Gb/s DWDM光纤通信关键功能基础部件研究

· 骨干A类岗位（最多聘两个，其余归入B类 ）

1、 光网络用光放大器，EA调制器和模斑转换器串接集成材料与器件的研究

2、 集成器件结构设计和MOCVD生长研究

3、 集成器件结构设计和器件后工艺研究

· 骨干B类岗位

1、 器件封装设计和特性测试分析

· 光电子应用技术和实用系统研究

· 主任研究员

1、 光电子应用技术研究

                            中国科学院半导体研究所

                                 2001年8月30日
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